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摘要(译)

本发明提供了一种显示面板及其制造方法、TFT测试方法，用以综合评
价显示面板中的电致发光层的显示效果、以及薄膜晶体管的电学特性，
如短程均匀性等。该显示面板包括显示区域和显示区域的外围区域，该
外围区域包括：电致发光层测试区、TFT测试区、以及引出线；电致发
光层测试区包括多个具有电致发光层的薄膜晶体管，连接所述多个具有
电致发光层的薄膜晶体管的源极的第一测试线，以及，连接所述多个具
有电致发光层的薄膜晶体管的栅极的开关引线和第二测试线；TFT测试
区包括多个薄膜晶体管；引出线有多根，且每一根引出线用于连接所述
电致发光层测试区中的一个薄膜晶体管的源漏金属层和所述TFT测试区
中的一个薄膜晶体管的源漏金属层。
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